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RESUMEN

El uso de la energia solar como fuente alternativa ha cobrado mayor relevancia durante los ultimos arios
mediante el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos que convierten la radiacion solar en energia eléctrica
con la mejor eficiencia posible. En este trabajo se estudio la propuesta de una heteroestructura de tipo
GaN/GaAs para su aplicacion como dispositivo fotovoltaico utilizando un enfoque tedrico a través de una
simulacion numérica de elemento finito en dos dimensiones (2D) con la finalidad de predecir el
comportamiento eléctrico mediante la obtencion de las curvas I-V, asi como los parametros caracteristicos
de las celdas [1]: corriente de corto circuito (Isc), voltaje de circuito abierto (Voc), factor de llenado (FF) y
eficiencia (n) para heteroestructuras con diferentes espesores y dopajes en cada una de sus capas. Como
resultado, se estimaron eficiencias mdximas de entre 23 y 25% para configuraciones tipo n-i-p y n-p
respectivamente, lo que permitio demostrar el potencial de esta propuesta para su aplicacion en celdas
solares.

ABSTRACT

Solar energy as alternative source has become more relevant in recent years through the development of
photovoltaic devices that convert solar radiation into electrical energy with the best possible efficiency. In
this paper a GaN/GaAs heterostructure is proposed for use as a photovoltaic device using a theoretical
approach through a two-dimensional (2D) finite element numerical simulation in order to predict the
electrical behavior by obtaining the I-V curves and characteristic parameters of the cells [1]: short circuit
current (Isc), open circuit voltage (Voc), fill factor (FF) and efficiency (n) for heterostructures with different
thicknesses and doping of the layers. As a result, maximum efficiencies between 23 and 25% for n-i-p and n-
p respectively configurations were estimated, allowing demonstrate the potential of this proposal for
application in solar cells.
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